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Tranzystor ztozony

Przedmiotem wynalazku jest tranzystor ztozony charakteryzujacy si¢ duzym napigciem prze-
bicia i krotkim czasem przetgczania. Tranzystor ten moze by¢ wykorzystany jako element indywi-
dualny lub tez moze by¢ wykonany w wersji scalonej do realizacji bardzo szybkich uktadéw
przetaczajacych.

Znane jest dotychczas rozwigzanie szybkiego ztoZonego tranzystora przelaczajacego, ktory
jest zbudowany z tranzystora bipolarnego i diody typu Schottky, wiaczonej pomiedzy kolektor i
bazg tranzystora bipolarnego.

Niedogodnoscia opisanego rozwigzania sg bardzo niewielkie napigcia przebicia tranzystora
ograniczone napig¢ciem przebicia diody typu Schottky.

Istota rozwiazania wedtug wynalazku jest zastosowanie dodatkowego tranzystora polowego
zfaczowego, ktorego bramka ma ten sam typ przewodnictwa co baza tranzystora bipolarnego.
Tranzystor polowy polaczony jest z tranzystorem bipolarnym i dioda typu Schottky w ten sposéb,
ze dren tranzystora polowego zwarty jest z kolektorem tranzystora bipolarnego, natomiast jego
bramka polaczona jest z bazg tranzystora bipolarnego, a dioda typu Schottky wiaczona jest
pomigdzy Zrédto tranzystora polowego i baz¢ tranzystora bipolarnego.

Korzyéci techniczne wynikajace z zastosowania rozwiazania wedlug wynalazku polegaja na
mozliwosci uzyskania tranzystoréw przetaczajacych charakteryzujacych si¢ jednoczesnie bardzo
krotkim czasem przetaczania i wysokim napigciem przebicia. Dodatkowa zaletg stanowi fakt, ze
zastosowana w nowoopracowanym rozwigzaniu dioda typu Schottky moze charakteryzowa¢ si¢
niewielkim napigciem przebicia, co znacznie ulatwia proces jej wytwarzania.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przyktadzie wykonania na rysunku, przedstawiajacym
schemat ideowy tranzystora ztozonego. Tranzystor ztozony zbudowany jest z tranzystora bipolar-
nego npn 1, diody typu Schottky 2i tranzystora polowego ztaczowego 3z kanatem typu n. Kolektor
tranzystora bipolarnego 1 zwarty jest z drenem tranzystora polowego 3, a baza tranzystora
polowego 3 zwarta jest z bazg tranzystora bipolarnego 1. Pomigdzy Zrédto i bramkg¢ tranzystora
polowego 3 wlaczona jest dioda typu Schottky 2, w ten sposdb, ze jej katoda polaczona jest ze
Zrédiem tranzystora polowego 3.

W opisanym rozwigzaniu napigcie przebicia wypadkowego tranzystora ztozonego zalezy tylko
od napigcia przebicia tranzystora bipolarnego 1 i napigcia przebicia tranzystora polowego 3,
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natomiast napigcie przebicia diody typu Schottky 2 moze by¢ niewiele wigksze od napigcia odcigcia
bramki tranzystora polowego 3, a wigc praktycznie rz¢du kilku lub kilkunastu woltéw. Z kolei dla
potencjatéw drenu tranzystora polowego 3 nizszych niz potencjal jego bramki, kanal tranzystora
polowego 3 jest otwarty i dioda typu Schottky 2 spolaryzowana jest w kierunku przewodzenia. W
wyniku tego dioda skutecznie zabezpiecza tranzystor bipolarny 1 przed wejsciem w nasycenie. Tym
samym w istotny spos6b ograniczony jest fadunek wstrzykiwanych w kolektor tranzystora bipolar-
nego 1 nosnikéw mniejszosciowych, co powoduje, ze czas przelaczania tranzystora ztozonego jest
bardzo krotki.

Zastrzezenie patentowe

Tranzystor zZtozony zawierajacy tranzystor bipolarny i diodg typu Schottky dotgczong do bazy
tranzystora bipolarnego, znamienny tym, ze w szereg z dioda typu Schottky (2) wlaczony jest
tranzystor polowy ztaczowy (3), ktdrego bramka jest zwarta z baza tranzystora bipolarnego (1),
dren jest potaczony z kolektorem tranzystora bipolarnego (3), a zrédto jest potaczone zdioda typu
Schottky (2).
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